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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.25

Тема дисертації:
1. Дефектоутворення у приповерхневих шарах монокристалів GaAs під впливом низькорівневого
просторово-модульованого лазерного опромінення.

2. Defect formation in subsurface layers of GaAs single crystals influenced with low-level spatially-modulated laser
irradiation.

Реферат:
1. Об'єкт дослідженнь: напівпровідникові монокристали GaAs марки АГЧТ-1-25а-1. Мета роботи: з'ясування
фізичних закономірностей дефектоутворення у приповерхневих шарах монокристалів GaAs при дії
низькорівневого лазерного опромінення з просторовою модуляцією інтенсивності. Методи: опромінювання
кристалів GaAs у допороговому режимі імпульсами лазерного випромінювання з гауссовим та дифракційним
розподілом інтенсивності, металографічні дослідження, АСМ і РЕМ. Чилові методи диференціювання та
інтегрування. Результати, новизна: Запропоновано метод структурної модифікації приповерхневих шарів
монокристалів GaAs. Виконані числові розрахунки полів температур, деформацій і термічних напружень, що
створюються у приповерхневому шарі GaAs. Встановлено значення граничної густини енергії опромінення
GaAs для мілісекундного лазерного імпульсу, нижче якої відбувається утворення дефектів точкового типу без
активації процесів дислокаційного ковзання і утворення тріщин. Показана можливість утворення



низькорозмірних кластерних структур у приповерхневому шарі GaAs під дією мілі- та наносекундних
лазерних імпульсів з латерально-періодичним розподілом інтенсивності. Запропоновано механізм
дифузійно-деформаційного перерозподілу власних точкових дефектів GaAs під дією дифракційно-
модульованого лазерного опромінення. Галузь використання: розробка напівпровідникових приладів на базі
GaAs з кластерною структурою приоверхневих шарів, прилади на квантово-розмірних ефектах, лазерні
технології обробки кристалів.

2. Object of researches: GaAs semi-conductor single-crystals brand AGChT-1-25а-1. Purpose of work:
establishment of physical laws of defect formation in sub-surface layers of GaAs single-crystals influenced with
spatial modulated by intensity low-level laser irradiation. Methods: irradiation of GaAs crystals in under-threshold
conditions by pulses of laser radiation with Gaussian and diffraction distribution of intensity, metallographic
researches, АFМ and REМ. Numerical methods of differentiation and integration. Results. Novelty: method of
structural modification of GaAs single-crystal sub-surface layers is offered. Fields of temperatures, deformations
and thermal stresses created in sub-surface GaAs layer are computed numerically. The value of limit energy
density irradiation of GaAs with millisecond laser pulse, below which point defects are formed without activation
of dislocation sliding and crack formation processes, is established. The opportunity of creation low-dimension
cluster structures in GaAs sub-surface layer under influence of millisecond and nanosecond laser pulses with
lateral-periodic distribution of intensity is shown. Mechanism of diffusion-deformation redistribution of own point
defects in GaAs under action of the diffraction-modulated laser irradiation is offered.
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